
 

 

LiNbO3単結晶基板上の 2 層構造 Py/Pt における 

スピン軌道トルクの評価 

Evaluation of spin-orbit torques in 2-layer structure of Py /Pt 

on a single crystal of LiNbO3 substrate.  
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【緒言】近年、不揮発性磁気メモリ(MRAM)の書き

込み速度のさらなる向上や省電力化に向けて、強

磁性/非磁性薄膜における界面効果であるスピン軌

道トルク(SOT) [1] による磁化反転に関する研究が

盛んに行われている。そこで本研究では、LiNbO3 

単結晶(LNO)基板上に Ni80Fe20 合金(パーマロイ: 

Py)/Ptをスパッタ蒸着し、ハーモニック測定法[2]を

用いて LNO 基板/Py の面内一軸磁気異方性(Ku)と

SOTの相関を明らかにすることを目的とした。 

【実験方法】フォトリソグラフィによる微細加工

とマグネトロンスパッタを用いて、LNO基板上に

2層構造 Py/Ptのホールバーデバイスを作製した。

試料構造は、LNO基板/Py(4 nm)/ Pt(t nm)として Pt

の膜厚を変化させた。また、基板上に作製したデ

バイスのパターニング角度を変えることで、LNO

基板の Kuと SOTの相関を評価した。VSMにより

磁気特性を調べ、ハーモニック測定法により SOT

を定量化し有効スピンホール角を評価した。 

【結果と考察】 図 1に Kuと印加磁場方向依存性を

示した磁化曲線を示す。LNO 基板/Py 界面におい

て、Kuによる磁気特性変化を確認することができ

た。図 2に、デバイス中の印加電流方向と Ku方向

の成す角度(φ)における、ダンピングライク SOT効

率(ξDL)の Pt膜厚依存性の結果を示す。図 2の実線に示すフィッティング解析から、有効スピン

ホール角𝜃SH
effを算出した。解析結果より、φが小さくなるにつれて𝜃SH

effは減少する傾向が得られ、

φ = 0°, 90°の場合では、𝜃SH
eff = 0.069, 0.124となり、約 1.8倍の差が生じた。この結果は、LNO

基板/Pyの界面による面内一軸磁気異方性が、磁化の歳差運動に影響を与え、SOTに影響を及ぼ

したためと考えられる。 
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Fig.2 各パターニング角度 φにおける 

ξDLの Pt膜厚依存性 

Fig.1 Ku方向における磁化曲線 
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